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tervalo de transicao decresce, enquanto a largura do 
intervalo cresce, corn tamanhos de grans decrescentes. 
Nos atribuimos este efeito a interagoes entre defeitos 
carregados na superficie dos grabs e o parametro de or-
dem. 
Financiamento: FAPEMIG, CNPq e FINER 
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A viabilidade de utilizar pares de hidretos metalicos 
para construir bomb as terrnicas foi demonstrado por 
varios modelos de laboratOrio. A ausencia de polucEo 
e a seguranca apresentada no manuseio destes mate-
riais d que permitem o uso do hidrogenio como fluido 
de trabalho. 0 ciclo termodinamico é analisado e o 
calculo do coeficiente de performance é adequado as 
caracteristicas fico-quimicas a cineticas do ciclo. Este 
estudo permite estabelecer uma metodologia para de-
terminar os pares de hidretos mais adequados para o 
ciclo de refreigercao. Problemas referentes as came-
teristicas dos hidretos como condutibilidade termica, 
resistencia ao escoamento do hidrogenio em meios po-
roso, cinetica da reacao hidrogenio-metal e os efeitos de-
vido a dinarnica do ciclo sera° levados em consideracao 
nos calculos. 0 objetivo final deste trabalho e deter-
minar a possibilidade de utilizar estes materiais para a 
construcao de refrigeradores mediante o uso de sofisti-
vada tecnologia baseada na reacao quimica apresentada 
pelos hidretos rnetalicos. A. avaliacao dove levar em con-
sideracao pesos, custos, dimensOes e seguranca e deve 
ser competitivo corn refrigeradores convencionais. 

Propriedades e Caracterizacdo (CCP) 
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Dimensionalidade da estrutura eletronica de 
super-redes S — GaAs 

GONcALVES, L. C. D.; HENRIQUES, A. B. 
Universidade de Sao Paulo 

0 GaAs corn dopagem planar (8 — GaAs) é uma micro-
estrutura semicondutora em que urn piano de atomos 
dopantes a localizado dentro de algumas monocama-
das do cristal. Apresentamos urn estudo de amostras 
Si — GaAs, crescidas por MBE, utilizando a tecnica 
de Shubnikov-de Haas em campos obliquos e a tecnica 
de fotocondutividade. 0 espacamento entre pianos do-
pantes foi variado entre 800A e 100A enquanto o nivel 
de dopagem foi mantido constante em 2.0 x 10 12 cm-2 . 
A dependencia angular das oscilacOes de Shubnikov-de 

Haas, em conjuncao corn urn calculo autoconsistente 
da estrutura de minibandasa foram utilizados para re-
construir a superficie de Fermi. Para urn period() da 
super-rede pequeno (i300A), o potencial da super-rede 
se torna mais fraco, e, neste caso, a quebra das re-
flexoes de Bragg (magnetic breakdown) foi detectada. 
Os espectros de fotocondutividade permitem identifi-
car a posicao do nivel de Fermi, que a empurrado para 
cima quando o perfodo da super-rede diminui. A con-
cordancia geral entre os resultados experimentais e os 
calculos numericos é bastante satisfatoria. A evolucao 
da forma da superficie de Fermi em fungi° do periodo 
da super-rede constitui uma descrigio muito evidente 
da transicao de estrutura eletfonica bi-dimensional para 
tri-dimensional em b — GaAs. 

°A.B. Hen riques and L.C.D. Goncalves, Sem.Sci.Teclmol., 
no prelo 

DESENVOLVIMENTO DA TEXTURA DE 
DEFORMAcA0 EM CHAPAS LAMINADAS 

DE ZIRCONIO 
MITTEREGGER, L. M. F. G.; LIMA, N. B. DE 
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As propriedades mecanicas das ligas de zircOnio 
basicamente, relacionadas a estrutura hexagonal do 
zircOnio, o que gera pronunciada anisotropia na duc-
tibilidade e na dureza destes materiais. Portanto, o 
conhecimento da orientacao cristalografica d um fator 
determinante no processo de fabricacao de materiais 
estruturais. A alteracao da textura cristalografica e 
da microestrutura durante a deformacao pla'stica, cha-
pas Iaminadas a frio, foi investigada em uma liga de 
zirconio, atraves das tecnicas de difracio de raios X e 
metalografia. A avaliacao da orientacao cristalografica 
foi realizada por meio de figuras de polo incompletas, 
utilizando o metodo de Schulz. As rotacoes da rede 
causadas por deslizamento dos pianos ocorrem gradual-
mente corn o aumento da deformacao. Alem disto, alte-
ram a orientacao do cristalito, de tal forma, que o piano 
basal alinha-se em torno da direcao de deformacao corn-
pressiva. 0 desenvolvimento do gran e do tipo de ori-
entacao sap discutidos em funcio do piano basal. 

Correntes de Despolarizacao Termicamente 
Estimuladas (CDTE) em Berilo Natural. 

VIANNA, C. A. P.; BLAK, A. R. 	• 
IF USP 

Neste trabalho e apreseritada uma sistematizacio de 
medidas de CDTE em cristais de berilo, que é um ciclo-
cilicato cuja formula estrutural e (Be3Al2SisOi t3) na cor 
rosa (morganita). As amostras foram divididas em dois 
grupos. No primeiro grupo as amostras foram submeti-
das a uma serie de tratamentos termicos variando entre 
400°C e 1100 ° C em dois intervalos de trinta minutos e 
no segundo grupo as amostras apps serem submetidas 
ao tratamento termico foram iluminadas corn luz ul-
travioleta por sessenta minutos. Esta serie de medidas 
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